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イオンサイクロトロン周波数帯(ICRF)の少数

イオン加熱では少数イオンを選択的に加速し、

バルクとの衝突を利用して加熱を行っている。

したがって効率的な加熱を達成するために高

速イオンの生成や挙動を研究することは重要

である。そのために、実験的研究とともにモン

テカルロ法を用いた数値解析も行われてきた。 

 本研究では、モンテカルロ法を用いて、ICRF

加熱による少数イオンの加速や少数イオンと

バルクイオンの衝突をモデル化したコードに

よって、ヘリオトロンJにおけるICRF加熱時の

少数イオンの実空間分布や速度空間分布を計

算し、少数イオンの速度空間分布の実空間位置

依存性と磁場配位依存性を比較検討した。計算

条件は、加熱入力が約120 kW、少数イオン数は

50000個で、計算ステップは1.0×10-7 s、電子密

度は5.0×1018 m-3、電子温度は700 eV、バルクイ

オンの温度は300 eVとし、高バンピネス配位、

中バンピネス配位、低バンピネス配位の3つの

磁場配位で計算した。[1] 

 高バンピネス配位、中バンピネス配位での結

果を図2に示す。(a)(c)はストレート部-プラズマ

コア部、(b)(d)はコーナー部外側の速度空間分布

である。どの磁場配位においてもコーナー部外

側ではピッチ角120°で高速イオンテールが生

成されたのに対し、ストレート部-プラズマコア

部ではピッチ角60°でも高速イオンテールが

生成された。コーナー部外側、ストレート部-

プラズマコア部どちらにおいても高バンピネ

ス配位が他の2つの磁場配位と比較して高速イ

オンテールが顕著に生成されていた。以上から

少数イオンの速度空間分布が実空間位置およ

び磁場配位によって異なることが分かった。中

バンピネス配位や低バンピネス配位ではコー

ナー部外側で高速イオンテールの生成が少な

かったが、高バンピネス配位では高速イオンテ

ールが比較的多く生成された。 

 
図1 ヘリオトロンJプラズマの概形図 

 
図 2(a)(b)高バンピネス配位における少数イオンの

速度空間分布 

  (c)(d)中バンピネス配位における少数イオンの

速度空間分布 
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